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(2) P発光の立ち上がり時間は、励起子分子発光同様、励起子密度の逆 2乗に依存する。 
(3) P発光の減衰時間は、励起光強度に依存しない。 
 (4) P発光の減衰時間は、膜厚と発光エネルギーに依存する。 
(5) P発光の減衰時間は、バルク様の薄膜では、ポラリトンの群速度分散の逆数に比例し、ポラリトン描像が破綻
する波長以下の薄膜においては、フォトン性を表わす係数の逆数に比例する。 
 
GaN薄膜 
超短パルス励起において、散乱発光が主となる強度領域を見出し、以下の結果を得ている。 
(1) 100K以下の低温領域では、励起子-励起子散乱に起因する P発光が主になり、高温領域では、励起子-電子散
乱に起因する H発光が支配的になる。 
(2) 発光減衰時間は発光エネルギーと強い相関を持つ。 
(3) P発光、H発光を通して、ポラリトン状態が散乱終状態であると考えられる。 
(4) 発光減衰時間は、散乱終状態のフォトン性を反映していると考えられ、H状態の方が、フォトン性が強い。 
(5) 発光減衰時間の発光エネルギー依存性は、ポラリトン群速度分散に比例するとして理解できる。 
 
 これらの結果を総合して、ワイドバンドギャップ半導体における、高密度励起子の振る舞いは、非線形高速光応
答と関係づけられ、膜厚制御によりコントロールが可能なことを示していることを見出した。特に、励起子散乱に
より、低エネルギー側のポラリトン状態へのアクセスが可能になる。この終状態の性質は、ポラリトン描像が破綻
する波長以下の薄膜では、フォトン/励起子描像へと移行すると考えることで理解が可能であるとし、終状態の性質
の膜厚制御による光応答制御というシンプルな方法による非線形光学材料への応用の可能性を提案している。 
 
以上のように、本論文は応用物理学、光物性物理学、光エレクトロニクス分野への貢献、特に超高速非線形光学
材料・デバイスの今後の発展に寄与するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
